Silizium~Z-Dioden

" - Kennwerte (’I‘a = 25‘?0) Bau-
Pt |Ugz beil, =5 mA Foperas o Up bei I Uy bei I form
(mw) ) (Ohm) G K V) (ma) | ) | (ma)

SZX 18/1 0,65 ... 0,85 8 -0,26 ... -0,23
/5,6 5,0 ... 6,3 65 -0,03 ... +0,06 1
/6,8 6,0 ... 7,5 10 -0,01 ... +0,07
/8,2 7,3 ... 9,3 8 +0,02 ... +0,07 3,5
/10 8,8 ... 11,0 17 +0,05 ... +0,08 :
/12 500 10,7 ... 13,4 30 +0,06 ... +0,09 141 50 7 1 91
/15 13,0 ... 16,5 40 +0,07 ... +0,09 10
/18 16,0 ... 20,0 55 +0,08 ... +0,095 10
/22 19,6 ... 24,4 90 +0,08 ... +0,1 12
/27 24,1 ... 30,0 100 +0,08 ... +0,1 14
/33 29,6 ... 26,5 100 +0,08 ... +0,1 17

SZX 19/5,1 4,8 ... 5,4 75 -0,05 ... +0,03 1
/5,6 5,2 ... 6,0 60 -0,03 ... +0,05 1
/6,2 5,8 ... 6,6 35 -0,02 ... +0,06 1
/6,8 6,4 ... 17,2 8 -0,01 ... +0,07 2
/7,5 500 7,0 ... 7,9 7 +0,02 ... +0,07 1,1 50 2 1 91
/8,2 7,7 ... 8,7 7 +0,03 ... +0,07 3,5
/9,1 8,5 ... 9,6 10 +0,04 ... +0,08 3,5
/10 9,4 ... 10,6 15 +0,05 ... +0,085 5
/11 10,4 ... 11,6 20 +0,05 ... +0,09 5
/12 11,4 ... 12,8 20 +0,06 ... +0,09 7
/13 12,5 ... 14,0 25 +0,07 ... +0,09 7




Silizium-Z-Dioden

Kennwerte (T_ = 25°C)
Typ 2 Bau-
Pt |Uz beil; =5 mA L TKyy Up bei Ig Up bei Iy form
(mW) V) (Ohm) % X V) (mA) | (V) | (mA)
SZX 21/13 12,6 ... 14,0 25 +0,065 ... +0,09 %
/15 13,8 ... 15,5 30 +0,07 . +0,09 10
/16 2500 15,3 ... 17,0 40 +0,07 ... +0,09 | 1,0 50 10 1 88
/18 16,8 ... 19,0 55 +0,07 . +0,09 10
/20 18,8 ... 21,0 55 +0,07 . +0,09 10
/22 20,8 ... 23,0 55 +0,07 . +0,09 12
/24 22,8 ... 25,6 80 +0,075 ... +0,095 12
1) 400 mW bei T, = 25 °C
Si-Leistungs-Z-Dioden
Grenzwerte (Ta = 45°C) Kennwerte (Tj = 25°C)
o Ptot 1Z IZZ) TKUZ UZ ' 4Zmax L IZ Rthjcmax Bauform
R,, . *
-4 thjamax
(W) | (mA) (maA) (10 7/K) ) (Ohm) (mA) (Ohm)
SZ 600/0,75" 1000 | 3000 . 0,65 ... 0,85 1,5 100
/5,1 185 1450 X 4,8 ... 5,4 5 100
/5,6 165 1330 +2 5,2 . 6,0 2 100
/6,2 150 1210 +3 5,8 ... 6,6 2 100
/6,8 139 1100 +3 6,4 ... 7,2 2 100
/7,5 126 1010 +4 7,0 ... 7,9 2 100
/8,2 113 910 +5 7,7 ... 8,8 2 100
/9,1 1 104 830 +6 8,5 ... 9,6 4 50 8 99
/10 82 | 94 750 +6 9,4 ... 10,6 4 50 100*
/11 86 690 +7 10,4 ... 11,6 7 50
/12 78 830 +7 11,4 ... 12,7 7 50
/13 71 570 +7 12,8 ... 14,1 11 50
/15 63 500 +7 13,8 ... 15,7 11 50
/16 58 470 +7 15,2 ... 17,1 15 25
/18 52 420 +7 16,8 ... 19,1 15 25
/20 47 380 +8 18,8 ... 21,2 15 25
/22 43 350 +8 20,8 ... 23,3 15 25

1) in FluBrichtung gepolte Diode

2) mit Kiihlblech 200 x 200 x 3 mm®




Silizium-Z-Dioden

v Kennwerte (Ta = 25°C) Bau-
Ptot UZ bei IZ =5 mA . TKUZ UF bei IF UR bei IR form
(mw) W) (Ohm) % K1) (V) (ma) | V) | (ma)

SZX 19/15 13;8 <+« 18,5 30 +0,07 ... +0,095 10
/16 15,2 .se 17,0 40 +0,08 ... +0,095 10
/18 16,8 ... 19,0 50 +0,08 ... +0,095 10
/20 500 18,8 +s= 21,0 55 +0,08 ... +0,1 1,1 50 10 1 91
22 20,8 ... 23,0 55 +0,08 ... +0,1 12
/24 22,8 ... 25,6 80 +0,08 ... +0,1 12
/27 25,1 ... 28,9 80 +0,08 ... +0,1 14
/30 28,0 ... 32,0 80 +0,08 ... +0,1 14
/33 31,0 ... 35,0 80 +0,08 ... +0,1 17

SZX 21/1 0,73 ... 0,83 8 20,22 ... -0,18
/5,1 4,8 ... 5,4 60 -0,05 ... +0,03 0,8
/5,6 5,2 ... 6,0 40 -0,02 ....+0,05
/6,2 5,8 . 6,6 10 -0,01 ... +0,06 1
/6,8 250 Bl e Ty2 8 0,00 ... +0,07 1,1 50 2 1 88
7155 7,0 « Ts8 +0,02 ... +0,07
/8,2 7,7 = 8,7 +0,03 ... +0,07 .
/9,1 8,5 . 9,6 10 +0,04 ... +0,08 :
/10 9,4 . 10,6 15 +0,05 ... +0,08
/11 10,4 ... 11,6 20 +0,05 ... +0,08
/12 s T N, | 20 +0,06 ... +0,09

1) 400 mW bei Tc = 25 °C
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Bild 90

schwarzer Farbring (Katode) SZX 18/7../33

g ‘g roter Farbring (Katods) SZX19/51.../33
By &1 s
Anschlubdraht |1 M s w4
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Katodenanschiuf Kennzeichnung ~ Anodenansehlufl (Farbrig)

20" Abstand einer Druhtbiegestelle = 3 mm
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